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(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum geschirmten Wafertest. Die Vorrichtung zum 
geschirmten Wafertest dient der F unktionstestung von Hochfrequenzschaltkreisen im 

Waferverband mit hoher Anschlu&zahl, wobei zum einen der sichere elektrische Kontakt zwischen den Bondinsein 
der Chips und dem Tester und zum anderen die verlust- und verzerrungsarme Obertragung von 
Hochfrequenzsignalen ermoglicht wird. Die Vorrichtung besteht aus vier Platten und einem MeSadapter, die durch 
ein Formstuck in ihrer Lage gehalten werden, wobei die Platten mit einer oberen Masseflache, mit Koplanarleitunger 
. und mit Koaxialsteckverbindern, der MeBadapter mit Masseflache und ais Koplanarleitungen ausgebildete 
Sondenstreifen, die mit ihren abgewinkelten Spitzen gleichzeitig die Kontaktelemente bilden, versehen und die 
Innenleiter der Koplanaranordnungen verbunden sind. 
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Patentanspriiche: 

1'.. Vorrichtung zum geschirmten Wafertest, gekennzeichnetdadurch, daS ein MeBadapter, bestehend 
aus einem ebenen, einseitig metallisierten rechteckigen Trager (1 ) mit rechteckiger 
Mittenaussparung aus isolierendem Material, wobei die Metallisierung a!s Masseflache (7) 
ausgebiidet ist, auf dessen Unterseite eine Vielzahl von als Koplanarleitung ausgebildeten 
Sondenstreifen (2) mit einer entsprechend der Bondinselkonfiguration abgewinkelten Antastspitze 
aufgebracht ist und die Masseleitungen der Koplanarleitungen mittels Durchkontaktierungen mit 
der Masseflache (7) verbunden sind, daB eine AnschluBkonfiguration aus vier beidseitig 
metallisierten Platten (3) aus isolierendem Material, wobei die obere Metallisierung als 
Masseflache (8), die untere Metallisierung als Koplanarleitungen (4) ausgebiidet sind und die 
auSeren Enden der Innenleiter dieser Koplanarleitungen (4) mit dem Innenleiter von 
Koaxialsteckverbindern (5) und deren Gehause mit der Masseflache (8) leitend verbunden sind, daB 
diese vier Platten (3) und der MeBadapter durch ein pyramidenstumpfformiges Formstiick (6) in 
einer Lage gehalten werden, die eine Kontaktierung der Sondenstreifen (2) mit den 
Koplanarleitungen der AnschluBkonfiguration erlaubt und daS eine Verbindung der 
Masseflache (7) und der Masseflache (8) durch eine Metallisierung der Unterseite des 
Formstucks (6) realisiert wird. 

Z. Vorrichtung zum geschirmten Wafertest nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daB das 
Formstuck (6) vorzugsweise aus einem metallischen Werkstoff besteht. 

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen 

Ahwendungsgeblet der Erfindung 

Die Erfindung ibetrifft eine MeBvorrichtung zur Testung von Halbleiterchips fur die Anwendung in der Hochfrequenztechnik im 
Waferverband, die be.m Funktionstest zwischen dem Zyklus I und dem Zykius II bei der Herstellung in der Halbteiterindustrie 
angewendetwerden kann. - 

Charakteristik des bekannten Standes der Technik 

. Diebekanntentechnischen Losungen lassen sich in koaxiale und koplanare Nadelkarten, wobei die Antastung auf der Basis von 
Keram.knadeitragern, metallischen Nadeltragern, angeloteten Nadein oder nach dem Knickdrahtprinzip erfolgt. sowie in 
alternative Losungen unterscheiden. 

de^df-n^ 13 ? 3 'Vl" kera ™ s f h9r . Nade| t«ger beschrieben. der auf einer Seite eine durchgehende Masseflache und auf 

fetzusS ^Sn^i m-"^ ^ «?!l 8 tr3 f • Nebe " e!ner 9er3de " S™**™**' d * der Hochfrequenzeinspeisung dient. 
oder J ? a »" ,e M"senache aufgebracht Die Verbindung zum Testerwird durch direkt kontaktierte Koaxialkabel 

Oder Koaxialsteckverbmder gebildet Den guten Hochfrequenzeigenschaften stehen bei dieser Losung ein hoher 
r-ertigungsaufwand und eine geringe Bondinseldichte gegenuber. 

In der US PS 4161692 wird ein keramischerNadeltrager beschrieben. der lediglich an seiner Unterseite mittels 

nS. m^s ^r'c 8 '^ '? 1 Um , daS Ubers P reche " g^ng *u halten. An diese Metallisierungsschicht wird eine gerade 
Nadel mit abgewinkeiterSpitze kontaktiert. Dieerreichbare Dichte auf der Nadelkarte ist gering 

den mSnf istai " e . koaxiale N f delkarte m * keramischen Nadeltragern beschrieben, wobei die Verbindung zwischen 

aen mit einer Mikrostre.fenleitung versehenen Nadeltragern und dem mit Mikrowellensteckverbindern versehenen 

Z£ t S\ P^ r ^ 0aX !f' kabe ES trete " S ° mit aUCh hier die 9 enannte " Na <*teile der keramischen Nadeltrager auf. 
Kn»v l, I <686463 wird «ne abgesch.rmte Nadelkarte mit direkt kontaktierten Nadein beschrieben, wobei durch 
^SS^SS^ t senkrechte Verbindung zu Mikrostreifenleitungen auf einem unterhalb derTragerplatte angeordneten " 
der JSZS??* «chen hergeste It wird Am anderen Ende der Mikrostreifenleitung erfolgt das Anbringeh der Nadein, wobei 

v!Z2 ?„« 69 If-' c 3U 1^ " hrer K ° ae eXtrem k ' ein - ist ' S ° daB die H °hentoleranz kritisch ist. Durch die 

vexwendung von ungeschtrmten Streifenleitungen ist die Gefahr des Ubersprechens gro& 

Lfj^ PS f I 2 l 33 l 9 ^ e 'T d ? r US PS 4686463 ahnliche L6sUng besch "eben, wobei hier zur Verminderung der . 
NaSea^ 

TrtZ?l»fl ^ 525166w ;^ine Kontaktsondeneinrichtung nach dem Knickdrahtprinzip beschrieben, bei derin Nuter. einer 
Tragerplatte emgebettete Koax.aUabel verwendet werden. Durch das dichte Muster der abisolierten Innenleiter ist jedoch eine 
Kopplung nichtauszuschliefSen. ' 

ttZm/f 45 f 243wird e j™ Nadelkarte beschrieben, bei der die Hochfrequenzsignalleitungen als Koplanarleitungen 
ausgeb.ldet und geometrisch so geformt sind. daB ein definierter Wellenwiderstand erreicht wird. Die Nadein sind in 
metamschen Nadelhaltern befestigt, bzw. die Nadeltrager werden so gestaltet, daB eine Kontaktspitze ausgeformt ist. Die 
erreichbare Dichte der Anordnung ist begrenzt. 
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In derUS PS 4764723 wird ein alternative!- Testkopf vorgestetlt, der einen Mehrebenenaufbau mit Polyamid als Isolatorschicht 
aufweist, wobei die Kontaktierung der Chips direkt an den koplanaren Streifenleitungen erfolgen soli. Der Fertigungsaufwand 
einer solchen Ldsung ist hoch, und hinsichtlich der Kontaktierung sind Probleme nicht zu vermeiden. 
InderDE OS 3705714 wird ebenfalls eine alternative Losung angeboten, bei derdieTestung mit einem hinsichtlich der 
Bondinselkonfiguration spiegelbildlich ausgefuhrten PrCifchip erfolgt. Der HerstellungsprozeS fur einen solchen Chip entspricht 
dem des'zu prufenden Chips. 



Ziel der Erfindung 

Ziel der Erfindung ist ein Testkopf fiir die Funktionstestung von Hochfrequen2Schaltkreisen im Waferverband, wobei eine hohe 
AnschluBzahl und -dichte, ein gutes Kontakrverhalten und eine verlust-und verzerrungsarme Signalubertragung bei einem 
geringen Fertigungs- und Justageaufwand angestrebt wird. 



Darlegung des Wesens der Erfindung 

Aufgabe der Erfindung ist die Realisierung eines MeBkopfes fiir die Funktionstestung von Hochfrequenzschaltkreisen im 
Waferverband, der zum einen den sicheren elektrischen Kontakt zwischen den Bondinselh der Chips und dem Tester und zum 
anderen die verlust- und verzerrungsarme Obertragung von Hochfrequenzsignalen bei der Testung ermoglicht. 
Gegenuber den bekannten technischen Losungen wird eine hohe AnschluBzahl und -dichte sowie ein verringerter Aufwand fur 
die Fertigung und die Justage angestrebt 

ErfindungsgemaS besteht die Vorrichtung aus einem MeBadapter mit einem ebenen einseitig metallisierten rechteckigen Trager 
mit rechteckiger Mittenaussparung aus isolierendem Material, dessen Metallisierung die Massefiache des MeBadapters bildet. 
Auf der Unterseite des Tragers ist eine Vielzahl als Koplanarlettung ausgebildeter Sondenstreifen aufgebracht. Die inneren 
Enden der Sondenstreifen ragen in die rechteckige Mittenaussparung desTrSgers hinein und sind entsprechend der 
Bondinselkonfiguration der anzutastenden Einhe'rt als Kontaktsp'rtzen nach unten abgewinkelt. Die als Massaleitungen 
dienenden Sondenstreifen sind mittels Du rchkontaktierungen mit der Massefiache verbunden. 

Der MeBadapter ist elektrisch le'rlend auf der Horizontalflache eines pyramidenstumpfforrhigen Formstucks, das entweder auf 
seiner Oberflache rn^aijteiert.ist Oder vollig aus Metall besteht, aufgebracht Auf den Seitenflachen des Formstucksist eine • 
^ i AiischluStenfiguration aus ; vier beidseitig metallisierten Platten aus isolierendem Material aufgebracht. Die obere Metallisierung 
ais Mas ISS^^ ausg^bildet und ist (iber das Formstuck mit der Masseflache.elektrisch verbunden. Die untere Metallisierung 
i^,JSj^].?,^P ,a " irleitu . n gen ausgebildet und innen mit den Sondenstreifen kontairtiert..Mittels Durchkontaktierungen erfolgt eine 
5S , yf' b !')' , " ng de /. M ,S5? e !.^? u ,. n 9 en der Koplanarleitungen mit der Massefiache. Am SuBeren Ende wird der Innenleiter der 

jeweiligen Koplanarleiturig i mit deni Innenleiter eines Koaxialsteckverbinders kontaktiert, der mit seinem Gehause auf der 
r;;-%AMassefl 

Ausfuhrungsbeispiefe .. . v'- 

Anhand der Figuren 1 bis 5 werden zwei Varianten erlautert. Dabei zeigt 

Fig. 1 : Ansicht der Vorrichtung von der Waferseite . : ,. 

fig.2: Schnittdarstellung der Vorrichtung 
Fig.3: Schnittdarstellung der Verbindungsstelle 

. MeBadapter- AnschluBkonfiguration 
Fig.4: Schnittdarstellung der Verbindung 

Koaxialsteckverbinder- Platte ' 
Fig.5: Ansicht der Verbindungsstelle 

Koaxialsteckverbinder- Platte von der Waferseite. 

1. Ausgangspunkt ist die Bondinselkonfiguration der zu testenden Einheitals Grundlage fur den Entwurf und der folgenden 
Schablonenfertigung fur die fotolithografische Stmkturierung. Die Sondenstreifen 2 werden aus einem einheitlichen Trager, 
einer Metallfolie. fotolithografisch strukturiert und auf einem Trager 1 aus einseitig metallbeschichtetem 
Lerterplattenbasismaterial, vorzugsweise Cevausit, das mit entsprechenden Durchkontaktierungen versehen wurde, 
auflaminiert und mechanisch durch Abwinkeln der inneren Enden bearbeitet. Fur die Herstellung der Platten findet ebenfalls 
uevausit Verwendung, entweder beidseitig kaschiert oder unkaschiert. Je nach Ausgangsmaterial erfolgt die Stmkturierung 
vn H^' anarle ' tUn9en 4 Und der en,s P recnend en Durchkontaktierungen mittels Subtraktiv-; Semiadditiv- oder 
vonadd.tivtechnik. Der MeBadapter und die Platten 3 werden so auf einem metallischen Formstuck 6 angeordnet, dafj die 
sonaenstreifen 2 mit den Koplanarleitungen 4 uberlappend kontaktiert werden konnen. Die elektrisch leitende Verbindung 
d^Turfr r h^^^ Kleberrealisiert.Auf 
Das G»Z en mTZ der . lnnenIe,ter der Koplanarleitungen 4 wird der Innenleiter 9 eines Koaxialsteckverbinders 5 aufgelotet. 
vcbunden Koax,alst eckverbinders 5 ist mechanisch und elektrisch durch Loten mit der Massefiache 8 der Platte 3 

wr'bi^F™ » erbei ' CeV3USit 6inen relativ hohen v erlustfaktor aufweist, so daB diese relativ kostengunstige Variante 
^ ^ ur O'SzuFrequenzenvonetwa2GHzanwendbarisl. 

' A^effah«n^ 1 ""d die Platten 3Keramik. z.B. AI 2 0 3 -Keramik, 2U m Einsatz. 

Metallabscheiduno n'ri' 6 ' 0 ?, n Uk,Ure " k3nn hier Z - B mi t D""nschichttechnik oder mit chemisch-reduktiver 
nicht. naanschlielJender Slruktunerunggearbeitet werden. Der prinzipielie Aufbauandertsichjedochdadurch 
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Fig. 3 
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